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Título: Estudio de efectos cuánticos en la conducción eléctrica de memorias resistivas                                                                              
Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                                       
 
X  1. Revisiones y/o trabajos bibliográficos sobre el estado actual de aspectos específicos relacionados con 
la titulación 
X  2. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática de la titulación, a partir del 
material disponible en los centros 

3. Trabajos experimentales, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc. 
4. Elaboración de nuevas prácticas de laboratorio 
5. Elaboración de un informe o un proyecto en el ámbito del grado de naturaleza profesional 
6. Trabajos relacionados con las prácticas externas 

 
Descripción y resumen de contenidos:  
 
Se trata de manejar conceptos y técnicas de teoría de cálculo de la corriente en memorias resistivas 
utilizando efectos cuánticos. Se revisarán los cálculos para el modelo Quantum Point Contact obtenido 
mediante resolución de la integral de Landauer para diferentes coeficientes de transmisión que modelan el 
confinamiento en filamentos conductores formados en memorias resistivas y, por tanto, la conducción de 
carga. Además se utilizarán datos experimentales de diferentes memorias resistivas reales para obtener los 
parámetros fundamentales de los modelos de Quantum Point Contact. 
 
 
Actividades a desarrollar: 
 
La metodología es la propia de un trabajo de tipo recopilatorio. Se proporciona una amplia bibliografía con 
contenidos tanto básicos como más avanzados, que el estudiante debe asimilar e interrelacionar. Es 
necesario un conocimiento mínimo de Mecánica Cuántica avanzada.  
 
Para la resolución de problemas concretos se utilizarán programas de cálculo simbólico y numérico, en 
aquellos casos en que no se disponga de solución analítica o la complejidad técnica lo requiera. También se 
manejarán programas para el análisis de medidas experimentales y de ajuste de parámetros. 
 
 
 

 



Objetivos planteados 
Se trata de entender bien los diferentes coeficientes de transmisión cuánticos en filamentos conductores 
formados en memorias resistivas y la física relacionada. También, se deben explorar las posibilidades de 
obtener expresiones analíticas para la corriente que permitan describir los datos experimentales obtenidos 
en memorias resistivas fabricadas con diferentes materiales y medidas en distintas condiciones de 
temperatura.  Usando la aproximación semiclásica WKB para el cálculo de coeficientes de transmisión,  
será posible obtener características de las barreras de potencial formadas en los filamentos conductores. 
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